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以纯度不低于 99.99%的 PbO和WO3 为原料 ,采用铂坩埚下降法生长 PbWO4 晶体 。生

长炉的升温 、恒温 、降温采用 84-I 程控仪和 702温度控制器进行监控 。对生长出的晶体或经

氧退火后的晶体进行切割 、研磨 、抛光后进行性能测试 。

透射光谱测定结果表明 ,PbWO4晶体的吸收边(截止波长)在未退火时约为 325nm ,在氧

退火后稍稍蓝移 。420nm 附近的透光率在氧退火后降低 ,严重时呈现一平台 。370nm 处的透

光率在氧退火后增加 。晶体在氧退火前为无色透明 ,富氧退火后略带浅黄色。

光致发光光谱测定结果表明 , 氧退火前 , 晶体的最强发射峰为 420nm(半高宽约为

110nm),对应的最有效激发峰为 320nm(半高宽至少为 100nm);氧退火后 ,晶体的最强发射峰

为487nm(半高宽约为105nm),对应的最有效激发峰为 310nm(半高宽约为 19nm)。无论退火

与否 ,PbWO4 晶体都有两个共同的发射峰 ,即主峰为 403nm的蓝光带和主峰为 625nm 的红光

带(极弱),其最有效激发峰分别为 450nm 和 237nm 。不过 ,晶体的 625nm 发射峰的有效激发

峰 ,除 425nm带外 ,在氧退火后还有稍弱的 390nm 带以及极弱的 310nm 带;而在氧退火前这

两个激发带是不存在的 ,只是在 350nm 附近有一个很弱的谱带。

X射线激发发射光谱显示 ,晶体未退火时发射主峰波长约为 440nm ,强度较弱 ,氧退火后

发射主峰红移至 500nm左右 ,强度增加 ,同时 405nm处新出现一个弱峰(较为明显)。

γ射线脉冲高度谱表明 ,氧退火后晶体的光输出增加;γ辐照实验结果表明 ,富氧退火后晶

体的抗辐照能力提高 。

对富氧退火前后的 PbWO4 晶体进行 X射线光电子能谱(XPS)分析 ,结果表明:(1)氧退火

前后 , Pb 、W 未显示出明显的价态变化;(2)Pb 、W 在氧退火前存在两种配位环境 ,富氧退火使

Pb 、W 的配位环境更加单一化;(3)氧化火也使 Pb/W 值减小 。据此 ,我们认为 ,氧退火前后 ,

PbWO4 闪烁晶体的性能之所以不同 ,是因为富氧退火使氧进入晶格 ,减少了氧的空位 ,此外 ,

Pb的缺失也是一个可能的原因。
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